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Transistors bipolaires

Exercice 1
O
D
1. E=IgRg+ Ve = Iz=(E-Vee)/ Ry’
il
I =(12V-0.7V)/10k o Iz =1,13m:
>
Ic=PIg=100x1,13mA Ic =113m:

E=Veg+Rcle = VE=E-Rcle

V= 12V-100Qx113mA=0,7V

2. ICsar =E/ R-C (VCEsar = UV)

e = 12V/100Q Teo = 120m.

Icsat = P Igmin = Igmin = Icex /P "'\x
>

Tom = 120mA / 100 7
T
Yy
E=Igmn R+ Ve =  Re=(E - Vi) Ipmn
4
Rg=(12V-0,7V)/1,2mA = 9,4k Rp = 9,4k
3. Onchangele transistor NPN parun transistor PNP qui a les mémes caracteristiques.
RB RC
[ 100R
15k
RS
- N 'y
Oy
. &
>
5. Ig=(E - Vge)/ Rg = (-12V + 0,7V)/10k Tz =- 1,13m.

Ic=PBIg=100x (-1.13mA)
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Vee=E-Rc I =-12V+100Qx 113mA

6. Icsx=E/Re (Vegsa = 0V)
Te = - 12V/100Q =
R
Icsx = P Igmin =  Ipmin = Icea/ B_ Q":"'
.;;Q
Igpm = - 120mA / 100 R %
N

<
E=Igpu R+ Vee = Rp=(E - Ver) Ipmn

Rg=(-12V+0.7V)/(- 1.2mA)

I min = - 1,2m.

Exercice 2

l“Jr.c=12V

[J] R2
1K

D1 D3

KH
\“B D2

3

p=100 Vp=0,6VVge= 0,7V Vpy = 1.4V Vg =0V

Les interrupteurs A et B ouverts :

N
1. Vee=Ig Ry +Vps+ Ve = Ig=(Vee-V, D:ES‘“\\FBE)J“RE

Ig=(12V-0,6V-0,7V)/ 1k F@Cﬁ{ Iz =10,7m.
2. Iy =Veo /Ry =12V /47082 ‘;:\Z‘u
BIg=100x 10,7mA = 1,07A > Iy =
3. V= Viegx = 0V (transistor est sature)
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la LED est eteinte.

Vee=IR;+Vps=0 = I=0etVps=0 —

4. Vpe=Vp3+ Vge =0,6V+0,7V

On ferme 1’interrupteur A (B ouvert) 4

-.\"\y
e
3. Vpe=Vp=0.6V<Vp3+ Vg = \};:‘ diode D3 est bloquéeet Iz =0
_ & : :
Ig=0 = le transistor est bloque.

6. Ir=0, le courant I quicircule dans ﬁl, circule aussidans R;etla LED D4.
Vee=1 (R1+ Rg:} + Vpa = I= ("TCC - R‘TD4);"'(R1+ R3:]'

I=(12V-1,4V)/(470Q+220L)

7. Veg=IR;+ Vpy=Vec —IR; =12V - 1536mA x 47002

8.
P
Interrupteur B | Interrupteur A | Etat du fransistor | Etat de la LED
ouvert ouvert sature éteinte
ouvert fermé _bloqué allumée
fermé ouvert [0 bloqué allumée
fermé fermé "  bloqué allumée
g
U1 .2 fonction réalisée est le OU logique
Exercice 3

ZN Dz

[=]

o
Vz=6V Vpe=0J/VE=10V Rc=500Q R =200

p=40
1. Montage stabilisateur de tension

2. Vs=Vz- Vg =6V-0,7V
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3. Plg=Iz = Vs/Rc=5.3V/500Q=10,6mA

Ig=10.6mA /40

4. E=RI+Vz = I=(E-Vz)/R= w!g@m
I=Iz+Iy = Iz=20mA- ﬂzﬁsma::mﬁsm

""\.
3. IS:IEmax:ﬁIBmax et I:IZ+':.I-B\
<
I=40mA (IZyy =0) Is=£ﬁx2ﬂmﬁ

Regn = Vs/Is = 5.3V/800mA

—

6. Py = VXL = Ve xIs=(E-Vs ) xIs

=(10V-5.3)x 0.8A

Exercice 4

&
&
>

1. Miroir de courant

2. Lajonction base-collecteur est court-circuitée, le transistor se comporte comme une

12v

diode.
3.
RC RU
T2
D1
RE1 REZ2
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4. Onutilise 2 fransistors identiques afin que leurs derives en temperature soient les
memes; et les deux Vg soient identiques.

S. Veei + IeiRe1 = Ve + InRey

et Vge1 = Vem = Vi =, -’:1_:"‘\?

6. SiRp =R, ;i =Ip =  [ElmBiy (IR = Ig; et Igy = Ig,

L Y
Le courant Iz est I’image du cou&@%\lm, d’ou I’appellation miroir de courant.

>
Exercice 5
“ RB RC
3,3k
T E
g 15y
Z5 DZ “ RE

p =100 Vz=35,6V Vgg=0,6VRg=1kQ Vigx=0.1V

1. Vz=Vge+tIg Rg — Ig= (‘w‘rz - R'TBE) /Rg
Iz = (5,6V—0,6V)/1000Q

2. Cemontage est un generateur de courant puisque Ig est constant. Donc le courant (I =

Ig) qui circule dans R¢ est indépendant de la y‘é{&ur de celle-ci.

3. E=Ve+leRctRe) =  IL=(EMwe)/RctRe)

= "
2t = (E -VEsag) / Re + Rp)oe

dou :

4, 1li't“r[:E_::E';—I[:(];{[:‘|‘:|;'«LEJ' —

5. Pour RC = REmax o1n a I[: = Icm = IE = 5mA et -‘\r'r[:E = V-CE.saI
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Remsx = (B - Vegsad) / Ic - Rg = (15V - 0.1V)/5mA — 1kQ Remax = 1,98 kKO

6. siRc >Ry — le transistorestsaturé
d’ou:Ig = Ic=Icea = (E -Vema) / (Re T RE) < 513,’,1%

[.a régulation du courant ne fonctionne plus. Le montage ne fonctionne plus

comme générateur de courant.

Exemple:Rc=3kQ é}.z’
Vee=E-Ic (RctRg) = Ic =(E -Vgsar) / (Re t Re)
I-=14,9V/4kQ=3,725mA <5mA.

Donc:Ig=Irx=3.725mA <5mA
et Vz= Ve tTIERg=0.6V+3,725mA X 1kQ=4,325V<5,6V

Ladiode zener estbloqueée et Iz n’est plus constantet dépend deRc.

Pour le fonctionnement normal du montage : Re < Repay

7. Is=p/ Iz = SmA/100 N
s

$. E=Vz+(Is +12)Rz &
Ry = (E - V2)/ (Is + I2) = 9,4V/(20MA +0,05mA)

9. P=VxI¢ pour E-=0, Veg=Ve- Vg Ve=E=15V
et Vp=Vyz-Vge=5,6V—0,6V=5V

P=(15V-5V)x SmA
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